UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY

POLPRZEWODNIKOWE Tranzystory

BN-87
3375-31/10

typu BF 197

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa szczegdtowe

wymagania dotyczace tranzystoréw krzemowych n-p-n ma-
tej mocy wielkiej czestotliwosci wykonanych technologia
epitaksjalno-planarna typu BF 197 w obudowie plastykowe]j
przeznaczonych do sprzetu powszechnego uzytku oraz urzg-
dzen wymagajacych zastosowania elementdw o wysokie]
i bardzo wysokiej jakosci,

Tranzystory BF 197 przeznaczone sa do stosowania we
wzmacniaczach posredniej czestotliwosci i w stopniach nie-
regulacyjnych OTV, Kategoria kiimatyczna dla tranzysto-
row:

- standardowe] jakosci (poziom jakoséci 1) - 40/125/04,

- wysokie] jakoséci (poziom jakosci I1l1) - 40/125/21,

- bardzqQ wysokie] jakosci (poziom jakoéci IV) - 40/125/56.

2, Przykiad oznaczenia tranzystordéw

a) standardowe] jakosci
TRANZYSTOR BF 197 BN-87/3375-31/10
b) wysokiej jakosci
TRANZYSTOR BF 197/3 BN-87/3375-31/10
c) bardzo wysokiej jako$ci
TRANZYSTOR BF 197/4 BN-87/3375-31/10

3, Cechowanie tranzystordw powinno zawierad nastepu-

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu,

c) oznaczenie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej i bar-
dzo wysokiej jakosci,

Tranzystory wysokiej jakosci powinny byé oznakowane

cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cyfra 4
umieszczona po oznaczeniu typu,

4, Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystordw -

wg rysunku i tabl, 1,

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta -
CE 36.
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iace dane: Obudowa CE 36
Tablica 1, Wymiary ocbudowy CE 36
Syimbol Wymiary w mm Symbo! Wymiary w mm
wymiaru : wymiaru =
min nom max min nom max
1
A - - 5, 60 e - 2,54 )
A1 - - 7,80 e, 2,00 - 2,50
A2 - oL 4,00 e, 1,35 - 1,75
4‘
b1 - 1,6 ) - j 1,10 . - 1, 30
b2 1,15 - 1,25 L 4,00 - 4,30
by 0, 70 " 0,80 L, 1,85 - 2,15
c 0,17 - 0,22 N1 3,20 - -
- = 0
D 7,5 2 _ _ 1,25
- - 2,30 >
1) Wymiar teoret
yczny. -

Zgtoszona przez Fabryke Potprzewodnikéw TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikdw dnia 15 kwietnia 1987 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1987, poz. 22)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,10 Nakt. 2500 + 40 Zam. 1298/87

Cena zt 36,00
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5, Badania w grupie A, B, C i D-wg BN-83/3375-31/00.

c) badania grupy B, C i D wg tabl, 3

P d amet lektr N rawdzan asie i ba-
6, Wymagania szczegétowe do badan grupy A, B, C i D ) paransyry & B M O R sl .
daniach gru B, Ci D wg tabl, 4,
a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiaréw A, D, R ?
1, E wg rysunku i tabl, 1,
b) badania podgrupy A2, A3, A4 C2 wg tabl, 2, 7, Pozostate postanowienia - wg BN—80/33?5—3I/00.
Tablica 2, Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach_podgrupy A2, A3, A4 C2
A Wartoéci graniczne
Podgrupa Rodzaj badania an ot oy BEILAry Warunki pomiaru Jednostk BF 197
badaf J parametr wg PN-74/ P a
T-01504 :
min max
1 2 3 4 5 6 7 8
A2 Sprawdzenie pod- 4 ark, 05 U, _ =10v I_=0 nA - 100
stawowych parame- CBo B &
tréw elektrycznych k. o4 | 1 I . \ -
ark. = = =
Usr)cBo g™ 10 pA £y
U 1 ark, 07 |I.=7mA I_=o0 \V 25 =
(BR)CEO C B
U ar‘k. 04 I = I = \VJ 4 -’
(BR)EBO g~ 10 s g =R
1) " =
hzu: ark, 08 IC- 7 mA UCE 10V - 40 w
A3 Drugorzedne para- hZIE” ark., Oé 1C= 20 mA UCE =2V - 15 =
Cc2 metry elektryczne
UBE ark, 01 [ I, =7mA Upy =10V \% - 0,9
f'I‘ ark., 24 IC = 7 mA
UCE 10
e 100 MHz
— ks k 2 -I —
CIZES ark, 3 E 1 mA
= pF = 0, 35
UC‘E 10V ’
f =1MHz
7 = 7 A
Tob Cc ark, 25 IC m
=10V s - (4]
UCE p 1
f = 50 MHz
A4 Sprawdzenie - k., 0 =10V
p a:N zenie para ICBO ar 5 UCB
metrow elektrycz-
nych tgm.m, = 125°C I.=0 pA - 50
(poziom 111 i 1V)
1) Pomiar impulsowy. tp =< 300 ps, 6 << 2%.
Tablica 3, Wymagania szczegdtowe do badah grupy B, C i D
Lp. | Podgrupa bada#nh Rodzaj badahia Wymagania szczegdtowe
1 2
1 B1, Ci Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wy- préoba Ub, metoda 2; 2,5 N préba Ua_; 5N

prowadzen

1’

Sprawdzenie szczelnosci

proba Ql
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cd. tabl. 3
Lp. | Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
1 2 3 & 4
2 B3, C9 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne | potozenie tranzystora w czasie spadania
wyprowadzeniami do géry
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymaitosci na udary wielo- mocowanie za obudowe
krotne
o o
4 BS, C5 ' Sprawdzenie wytrzymatoéci na nagte zmiany TA = §5 Cj TB =125 C
(poziom jakosci temperatury
i)
5 Be6, C6 Sprawdzenie wytrzymatosci na narazenia uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl, 5
elektryczn - =12mA, U =20V
SR IE i CB
6 c3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g
7 C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia kierunek probierczy; obydwa kierunki
state wzdiuz osi wyprowadzen; mocowanie za
obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o statej
czestotliwosci (dla poziomu jakoéci 1) .
J mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o zmiend
nej czestotliwoéci (dla poziomu jakosci 111 i 1V)
o
8 C5 Sprawdzenie wytrzymatosci na ciepto lutowania | temperatura kapieli 350 C AQL = 4,0
o
9 c7 Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno R =-55C
(poziom jakoéci 448
1v)
o
10 Ccs8 Sprawdzenie wytrzymatosci na suche goraco £ st i =125 C
(poziom jakosci 9
i iv)
11 cio Sprawdzenie wymiardw wg rysunku i tabl, 1
o
12 D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie cisnienie temperatura narazania 25 C
(poziom jakosci atmosferyczne
HIiv)
13 D2 Sprawdzenie wytrzymatosci na rozpuszczalhiki alkohol etylowy, aceton; sprawdzane wy-—
miary A, D i L. wgtabl, 1i rysunku;
masa tranzystora 0,2 g
14 D3 Sprawdzenie palnosci palnosé zewnetrzna
15 D4 Sprawdzenie wytrzymatosci na pleéh brak porostu pleéni po badaniu
16 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgte solna potozenie tranzystora dowolne )
Tablica 4, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D
(poziom 1, 1l i1V)
Wartoéci gr‘aniczntla
Oznaczenie .
Metoda pomiaru : ’ %
i Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka BF 197
by | M wg PN-74/T-01504 =
parametru
min max
1 2 3 &4 5 6 7 8
1 I ark, 05 U =i0V,I_=0| B1, C1, B3, B4, BS5,
E nA - 100
LR Eh c2, C4, C5, C7, C9, D1
B6, C6, C8 nA - 500
021) p,A = 50




4 BN-87/3375-31/10
cd. tabl, 4
Wartosci graniczne
i O:_:naczeme Metoda pomiaru Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka B
pP. literowe wg PN-74/T-01504 F 197
parametru P
min max
1 2 3 & 5 6 7 8
2)
2 hzu: ark, 08 IC = 4 mA B1, B3, B4, B5, C1, .
c2, c4, Cs, €7, C9 - -
UC‘E =10V
86, C6, C8 - 32 »
cz") s 20 -
‘1) W czasie badania,
2)Pomiar impulsowy t, < 300 ps, & < 2%.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1, Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyj- F’N-?Q/T-01504/23 Tranzystory. Pomiar parametréw [Y]
ne Centrum Pdétprzewodnikéw - Fabryka Pdétprzewodnikow w zakresie w, cz.
TEWA, Warszawa ul. Komarowa 5, PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modu’rulhmel w

2, Normy zwiazane

zakresie w, cz, | czestotliwosci f’I‘

PN-74/T-01504/25 Tranzystory. Pomiar state] czasowej

PN-74/T-01504/01 Tranzystory, Pomiar h21E i napiecia

UBE sprzezenia zwrotnego 1., C,
PN-74/T-01504/04 Tranzystory, Pomiar napiec przebi- PN‘78/T-01515 EIEmanty porprasrcuinme,  Blgbine W

. " magania i badania

» U(BR)CBO { U(BR)EBO BN-80/3375-3 /00 El 5t dnik T

PN-74/T-01504/05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecz- -80/337 ! BMENLY PRIATIRNONNIRRwe. i
ho] 1 story matej mocy wielkiej czestotliwosci. Wymagania
nyeh femo EBO _ _
I badania

PN-74/T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napiec przebi-

cia Utsr)ceor Uter)cer Y aryces® U(BR)CEX
metoda impul'sowg'

3, Symbol wg KTM - BF 197 — 1156213316009,

4, Wartosci dopuszczalhe - wg tabl, I-1 i rys, 1-5,

PN-74/T-01504/08 Tranzystory, Pomiar hZIE metoda

impulsowa

5. Dane charakterystyczne — wg tabl, -2 i rys, I-121-8.

Tablica [-1, Wartosci dopuszczalne

Oznaczenie Wartosci do-
l.p. | parametru Nazwa parametru Jednostka puszczalne
BF 197
1 UCBO Napigcie kolektor-baza Vv 40
2 UCEO Napigcie kolektor-emiter \V} 25
3 |U Napiecie emiter-baza AV 4
EBO
4 IC Prad kolektora mA 25
5 IB Prad bazy mA 2
6 w Catkowita moc wecj)éciowa (stata lub $rednia) na wszystkich elektrodach mw 250
przy Lamb™ #A e
o
7 1tj Temperatura ztacza C 125
8 tstg Temperatura przechowywania G -55 < +125
9 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy oC ~40 &+ +125




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-31/10

Rys. I-1. Zaleznos¢ czestotliwoéci granicznej
kolektora fij(;

[BN—87/3375-31/10-1- 1]

od pradu

c)

5
Tablica 1-2, Dane charakterystyczne
Oznaczenie Typ BF 187
Lp. Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka
parametru .
min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8
=10V =
1 IC‘BO Prad zerowy kolektora UCB 3 IE 0 nA - = 100
2 U Napigcie przebicia kolektor-baza I_.=10 pA, IE =0 \Vi 40 e <,
(BR)CBO c
3 U Napiecie przebicia kolektor-emiter I =7mA I_ =0 \V 25 i -
(BR)CEO o c :
. o - : P " -
4 U(BR)EBO Napiecie przebicia emiter-baza IE 10 pA, =0 AV 4
5 hZIE Statyczny wspdiczynnik wzmocnienia IC = 7 mA, UC =10V 40 - -
pradowego w uktadzie wspdlnego E -
emitera _
Io=20mA, Upsg=2V 15 - -
6 UBE Napiecie baza-emiter IC = 7 mA, UCE— 10V \/ - - 0,9
7 fT Czestotliwosé graniczna IC = 7 mA, UCE =10V s — S ~
f = 100 MHz
8 Tot & o Stata czasowa sprzezenia zwrotnego Ic = 7 mA, UCE =10V -~ _ _ 10
przy wielkiej czestotliwosci
f = 50 MHz
9 |- 12es Pojemnos¢ sprzezenia zwrotnego przy IE.‘ = 1 mA, UC‘E =10V
wejsciu zwartym dla przebiegdw zmiens pF - 0,32 0,35
nych w uktadzie wspolnego emitera f=1MHz
10 911e Matosygnatowa zwarciowa konduktan- IC = 7 mA, UCE =10V .
cja wejsciowa w uktadzie wspdinego mS - 4 -
emitera f = 35MHz
11 l-y | Modut zwarciowej admitancji prze- IC = 7mA, UCE =10V
21e : i y p
noszenia wprzod w ukfadzie wspél- mS - 170 -
nego emitera f =35MHz
12 950e Matosygnatowa zwarciowa konduktan-
cja wyjSciowa w uktadzie wspdlnego LS - 80 -
emitera
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BN-87/3375-31/10-1- 2]

Rys. 1.2, Zalezno$é admitancji wejsciowe] od pradu kolek-

tors gl'le3 clle::f“c)




6 Informacje dodatkowe do BN-87/3375-31/10
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Rys. 1-3. Zaleznosé adimitancji przejéciowe] wprzdd od
pradu kolektora |Y21 el:f(IC)
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Rys. 1-4, Zaleznosé admitancji wyjSiowej od pradu kolek-
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Rys. 1-5. Zaleznoéé temperaturowa mocy strat

Piot=1(tamp)

40
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[BN—87/3375-31/10-1-6]

Rys, 1-6, Zaleznosé napiecia kolektor-emiter od
impedanc]i bazy 1 emitera
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4

3z : 320
8F 197 tamp=25°C BF 197
L‘ ‘ T o)
(AA) N hase | tamp =25°C
: AQQ};!‘;G‘PP\
o ‘ 240
24 // 300PP]
20 7 / ,// 2450,&? 200
1 ‘r/q{ 2004 0 |~ S
—1T | | | Wl
12 ——-'-Egji_- 120 UCE':IBV
T /Em A
A
80
8 ?._+
Ia=
4 - L 40
0 P 0 i
0 4 8 12 Uge(v) 20 g1 1 L(mA) W0
[BN=87/5575- 31/10-1-7] ' [BN-87/3375~31/10~1-8]
Rys, I-T7. Charakterystyka wyjSciowa I-C =f(UCE) Rys. 1-8, Zaleznos$é statycznego wspdéiczynnika wzmochie-

I‘B - parametr nia pradowego od pradu kolektora h 21E =f( IC)



